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窒化アルミニウム (AlN) 薄膜は、移動通信機器に搭載される周波数フィルタであるバルク弾性波

（BAW）フィルタの圧電材料として応用されている。本研究では、高い圧電応答を示す配向性 AlN 薄

膜を成膜するためのスパッタリング条件に注目している。より低いガス圧力環境下においては、被ス

パッタ粒子とガス粒子の衝突頻度が低下するため、基板に到達する高エネルギーの被スパッタ粒子束

が増加し、配向性の高い AlN 薄膜が得られ易いと考えられる。そこで、一般的なマグネトロンカソー

ドより低いガス圧力環境下でスパッタ成膜可能な磁気ミラー型マグネトロンカソード  (Magnetic 

Mirror type Magnetron Cathode: M3C) [1] を用いて、反応性スパッタリングによる AlN 薄膜形成を試み

た。Al ターゲット (純度 99.7%) を用い、ガス圧力 0.1 Pa (純窒素)、投入 RF 電力 100 W、ターゲッ

ト−基板間距離 70 mm の条件で非加熱の Si(100) 基板上に成膜した AlN 薄膜の結晶構造や化学結合

状態等を、X 線回折装置（XRD）、X 線光電子分光装置（XPS）等を用いて評価した。 

図１に、Al2p の XPS スペクトルを示す。最表面の影響を除去するために、測定前にイオンビ

ームエッチングを 5 分間行った。測定スペクトルを黒丸で示す。バックグラウンド (細線) を差し

引き、2 つの分離スペクトル (波線) で表した

合成スペクトル (太線) が測定スペクトルに

よく一致するようにピーク分離を実施した。2 

つの分離スペクトルは Al-N 結合 (73.5 ± 0.3 

eV)、Al-O 結合 (74.7 ± 0.4 eV) に帰属された 

[2] が、72.6 eV 付近の金属 Al2p のスペクト

ルは確認されなかった。したがって、得られた

薄膜は Al-N 結合が主成分 (94.2 %)であるこ

とがわかった。発表では、その他の実験結果に

ついても述べる。 
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図 1 非加熱の  Si 基板上に成膜された薄膜の 

Al2p XPS スペクトル 
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